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摘要(译)

公开了一种使用电压编程型有源矩阵有机发光二极管（OLED）的像素结
构，其可以使电流劣化现象最小化。像素结构包括第五TFT，其通过其
栅极接收外部管理信号EMS，具有连接到OLED的阴极部分的漏极区
域，并且当OLED发光时通过其源极 - 漏极电流路径接收OLED电流的输
入第四TFT分别通过其栅极接收设定扫描信号SCAN，并且具有分别连接
到第三TFT T3的栅极和漏极部分的源极和漏极区域，第三TFT T3是用于
在OLED时确定OLED电流的电流驱动晶体管发光，电容器C，其上板和
下板分别连接到第三TFT T3的栅极部分和地电压VSS，第一TFT通过其
栅极接收SCAN信号并将数据电压传送到源极区域。第三TFT T3，第二
TFT通过其栅极接收EMS信号并将电容器C的下部连接到第三TFT T3的
源极区域，第六TFT具有源极和漏极区域分别连接到外部时钟信号CLK和
第三TFT T3的栅极区域，并且栅极连接到第三TFT T3的栅极部分。 
OLED的阳极部分接收电压VDD。
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